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１．概要（Summary） 

 フラットパネルディスプレイ (FPD)では結晶シリコン

(c-Si)薄膜トランジスタ(TFT)が実用化されており、c-Si 

TFT 作製においては、急速熱処理によるアモルファス

Si(a-Si)の結晶化がキープロセスである。我々は、新しい

急速熱処理技術として大気圧熱プラズマジェット(TPJ)及

び、ノズル径 φ0.6 mmの μ-TPJを提案し、研究を行って

きた。しかし、 従来のμ-TPJ では一度に処理できる幅が

1 mm 以下と小さく、大面積処理を行うには多数回のラス

タースキャンが必須となる。そこで我々は縮小した TPJ を

集積したマルチノズルアレーμ-TPJ(MNA-μTPJ)の開発

を進め、高スループット化を目指している。本研究では微

小電極を作製するためにSiウエハをテトラメチルアンモニ

ウムヒドロキシド（TMAH）水溶液を用いた異方性エッチン

グにより微小孔の形成を試みた。広島大学ナノデバイス・

バイオ融合科学研究所の設備を用いてエッチングのマス

ク作製を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、酸化炉 

【実験方法】 

Si ウエハを RCA 洗浄後、酸化炉を用いて 1000 ℃で

125分間熱処理し500 nmのSiO2膜を形成した。その後

マスクレス露光装置を用いてレジストを150 μm×150 μm

の正方形形状の開口部を形成するようにパターニングし

た。その後、18％ BHFでSiO2膜をエッチングすることで

Fig. 1(a)に示すように正方形の開口部を設けた。その後

SiO2層をマスクとして 80 ℃、 20％の TMAH 水溶液で

240分間エッチングし逆ピラミッド状の微小孔を作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

TMAH 水溶液を用いた異方性エッチングにより形成し

た逆ピラミッド構造の SEM像を Fig. 2に示す。深さ 188  

μmで上の開口部が 546 μm角、底面が 270 μm角の表

面平坦性に優れた逆ピラミッド状微小孔を形成することに

成功した。 

 

Fig. 1 TMAH etching process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Si pyramid hole image observed with SEM 
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